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Toshiba fuhrt 100V n-Kanal Leistungs-MOSFETSs fur industrielle Anwendungen
ein

Zusatzliche U-MOS IX-H Bausteine bieten niedrigsten Durchlasswiderstand ihrer Klasse

Dusseldorf, Deutschland, 07. Februar 2018 — Toshiba Electronics Europe hat mit dem
Versand von zwei neuen 100 V Bausteinen seiner Niederspannungsserie von U-MOS IX-H n-
Kanal Leistungs-MOSFETs begonnen. Die neuen Bausteine sind ideal geeignet flr
Stromversorgungsanwendungen in industriellen Geraten sowie Motorsteuerungen.

Sie werden mit dem neuesten Niederspannungs-Trench-Prozess (U-MOS IX-H) von Toshiba
hergestellt. Die MOSFETs TPH3R70APL und TPN1200APL bieten den niedrigsten
Durchlasswiderstand von 3,7 m Q bzw. 11,5 m Q ihrer Klasse. Die Bausteine verfligen tber
eine niedrige Ausgangsladung (Qoss: 74 / 24 nC) sowie eine niedrige Gate-Schaltladung (Qsw:
21 /7,5 nC) und sind fur eine 4,5V Logic-Level-Ansteuerung geeignet.

Im Vergleich zu aktuellen Bausteinen, die mit dem U-MOS VIII-H Prozess hergestellt werden,
verfiugen die neuen Bausteine Uber bessere Leistungszahlen fur MOSFETs fir
Schaltanwendungen, darunter Rpson) ® Qoss UNd Rps(ony *Qsw.
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Der TPH3R70APL ist in einem 5 mm x 6 mm SOP-Advance Gehéause untergebracht und kann
Drain-Strome (lp) bis zu 90 A bewaltigen, wahrend der TPN1200APL in einem 3 mm x 3 mm
TSON-Advance Gehause untergebracht ist und Ip-Niveaus bis zu 40 A schaltet.

Toshiba Electronics Europe wird sein MOSFET-Portfolio gemaR Markttrends
weiterentwickeln, um die Effizienz von Stromversorgungen zu verbessern.
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Uber Toshiba Electronics Europe

Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) ist die européische Niederlassung der Toshiba Electronic Devices &
Storage Corporation. TEE bietet européischen Kunden und Unternehmen eine umfangreiche, innovative Auswahl
an Hard Disk Drives (HDD) sowie Halbleiter Lésungen fir Automotive, Industrie loT, Motor Control,
Telekommunikation und Netzwerktechnik oder fiir Endverbraucher- und Haushaltsgerate-Applikationen. Das
Produktsortiment des Unternehmens umfasst integrierte Wireless ICs, Leistungshalbleiter, Mikrocontroller,
optische Halbleiter, ASICs, ASSPs und diskrete Komponenten, von Dioden bis hin zu Logic-ICs.

TEE wurde 1973 in Neuss, Deutschland gegriindet, mit heutigem Hauptsitz in Disseldorf. Von dort aus sowie
weiteren Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden, Spanien und Grof3britannien werden
Design, Fertigung, Marketing sowie Verkauf gesteuert. Prasident des Unternehmens ist Mr. Akira Morinaga.
Weitere Informationen Uber Toshiba Electronics Europe unter: www.toshiba.semicon-storage.com.
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